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1970-ci ildə “  GaSe   monokristallarında rekombinasiya və yapışma proseslərinin tədqiqi” 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10- Yarımkeciricilər və 

dielektiriklər fizikası ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb. 

1974-cü ildə baş elmi işçi diplomunu alıb. 

1987-ci ildə “AIIIBVI və AIIIBIIICVI
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əsasında hazırlanmış işığa həssas quruluşlarda radiasiya effektləri”  mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10- Yarımkeciricilər və dielektiriklər fizikası ixtisası üzrə 

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru adını alıb. 
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130 qədər elmi məqalənin müəllifidir. 

Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin sayı – 3. 

Yetişdirdiyi elmlər doktorlarının sayı – 1. 

Elmi yenilikləri: AIIIBVI və AIIIBIIICVI
2

 tipli layvari kristallarda yeni texnologiyanın tətbiqi ilə 

onlar əsasında fotohəssas quruluşların alınması və ilk dəfə olaraq həmin kristallara və 

fotohəssas quruluşlara müxtəlif növ ionlaşdırıcı şüaların ( 60Co- qamma kvantı, enerjisi E >0,01 

MeV olan sürətli neytronlar, enerjisi 6 və 25 MeV olan elektron və  protonlar seli) təsiri 

öyrənilmiş, foto həssaslığın mexanizmi müəyyən edilmişdir. 

AIIIBVI və AIIIBIIICVI
2 kristalları əsasında ultrabənövşəyi, görünən və yaxın infraqırmızı 

oblastda işləyən və müəlliflik şəhadətnamələri ilə təsbit olunmuş radiasiyaya davamlı 

fotohəssas quruluşlar (fotoqəbuledicilər, həssas fotodiodlar və s.) hazırlanmış və onların fiziki 

xassələri öyrənilmişdir.  

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
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PERSONAL DATA 

  

Was born 3 august 1942 year in Zangilan region of the Azerbaijan Republic. 

In 1959 has left secondary school № 7 of Baku with a medal. 

Married. Has 1 son. 

 

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED 

 

Have a Higher Education. In 1964 graduated the Physical Faculty of Azerbaijan State 

University.  

In 1970 has protected the candidate dissertation on a theme “ Investigation of the 

recombination process in the Ga Se single crystals” and has received a scientific degree of the 

candidate of physical and mathematical sciences on a speciality 01.04.10- physics of 

semiconductors and dielectrics. 

In 1987 has protected the dissertation on a theme “ Radiation effects in the monocrystals of 

semiconductors type of AIIIBVI , AIIIBIIICVI
2   and in their photo sensitive structures” and has 
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2004 – Academic of the Azerbaijan sector of the International Academy of Sciences  
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scientific worker 
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commissions   

1995- till now  Parliament of the Republic of Azerbaijan, chief of the Social legislation 

department  

2004   State counselor of 2- Grade  

1992-till now Professor of Semiconductors  Physics Department of Baku State University 
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Author of 130 scientific works 

Number of the prepared candidates of sciences-3, doctors of sciences- 1 

Scientific novelties: research of the influence of the ionization of the radiation (Co-60 gamma 

quantum , neutron with energy E>0,01 MeV, electron with  energy 6 and 25 MeV  and  proton ) 

on the monocrystals type of AIIIBVI and AIIIBIIICVI
2     

For  the fields of ultra-violet, visible and close infrared on the basis of the monocrystals type of 

AIIIBVI and  AIIIBIIICVI
2    solid radiation and photosensitive structures have been prepared and 

their physical properties have been researched. 

Premium: 

2007     Honors medal for Civil Service  

1999   “Woman of the year” by the International Biographical Centre, England, included in 

encyclopedia “Outstanding people of the 20th century”  

 

PRESENT RESEARCH INTERSETS: 

 

Physics of semiconductors: electric and photoelectric, luminescent properties of the layered 
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Physics of radiationю.  
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КРАТКАЯ   ИНФОРМАЦИОННАЯ  ФОРМА 

 

 

Абасова Адиля Зият кызы 

 

Доктор физико-математических наук, 

Профессор кафедры физики полупроводников БГУ, 

Зав. отделом Социального законодательства Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики 

Рабочий телефон +(994)12 439-05 -15 

e-mail: adilaabasova@yahoo.com  

 

КОРОТКО   О СЕБЕ 

 

Родилась 3 августа 1942 года в Зангеланском районе Азербайджанской Республики 

В 1959 г. окончила среднюю школу N 7 г.Баку с медалью. 

Замужняя, имеет 1 сына 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

 

Образование высшее. В 1964 г. окончила физический факультет Азербайджанского 

Государственного Университета.  

В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование 

радиационных процессов в слоистых монокристаллах типа GaSe” и получила ученую 

степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10-физика 

полупроводников и диэлектриков. 

В 1987г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Радиационные эффекты в 

слоистых полупроводниках типа AIIIBVI , AIIIBIIICVI
2 и фоточувствительных 

структурах на их основе» и получила ученую степень доктора физико-

математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников  и 

диэлектриков. 

Является профессором с 1995 г. 

Является действительным членом Азербайджанского Сектора Международной 

Академии Наук с 2004 г. 

 

ТРУДОВАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1964-1966     Институт  Физики Академии Наук Азербайджанской Республики, 

                  старший лаборант, инженер 

1966-1970  Института Физики  Академии Наук Азербайджанской Республики, 

аспирант 

1970-1974     Институт Физики Академии Наук Азербайджанской Республики,  

младший научный сотрудник, старший научный  сотрудник 

1974     откомандирована  в Научно-Исследовательский Институт Прикладной 

Физики ( г. Москве) 

1983-1992    Научно-Исследовательский Институт Прикладной Физики (г. Москва) 

старший научный  сотрудник, заведующий лаборатории 

1992            Верховный Совет Азербайджанской Республики зав. сектором   



 

 

 

1993-1995  Милли Меджлис Азербайджанской Республики, зав. отделом Постоянных 

Комиссии 

С 1995 г. по настоящее время – зав. отделом Социального законодательства Милли 

Меджлиса  Азербайджанской Республики   

2004       присвоено звание Государственного Советника 2 –го класса 

С 1992-го по настоящее время профессор кафедры «Физика полупроводников»  

Бакинского Государственного Университета. 

Преподает предметы:  Физика полупроводников, фотоэлектроника, физика 

неупорядоченных  систем, определение параметров полупроводников и приборов. 

Является автором 130 научных работ 

Число подготовленных кандидатов наук - 3,  докторов наук  - 1 

Научные новизны: Впервые исследовано  влияние различных видов ионизирующих 

излучений (60Со гамма-кванты, электроны с энергией 6 МэВ и 25 МэВ, нейтроны с 

энергией Е>0,1 МэВ, протоны) на слоистые полупроводники типа АIII  ВVI и AIII BIII 

C2
VI и фоточувствительные структуры на их основе . Обнаружено что, малые дозы 

облучений не влияют на их характеристики. Установлен механизм 

фоточувствительности в слоистых полупроводниках, облученных различными 

видами излучений. 

Премии:  

В 2007 г.        Награждена медалью «за отличие  на Государственной службе» 
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